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1 

Beschreibung 

Sockel- bzw. Adapter-Vorrichtung, insbesondere fur 
Halbleiter-Bauelemente, Verfahren zum Testen von Halbleiter- 
5 Bauelementen, sowie System mit mindestens einer Sockel- bzw. 
Adapter-Vorrichtung 

Die Erfindung betrifft eine Sockel- bzw. Adapter-Vorrichtung, 
10 insbesondere fur Halbleiter-Bauelemente, ein Verfahren zum 
Testen von Halbleiter-Bauelementen, sowie ein System mit 
^ mindestens einer Sockel- bzw. Adapter-Vorrichtung. 

Halbleiter-Bauelemente, z . B . entsprechende , integrierte 
15 (analoge bzw. digitale) Rechenschaltkreise, Halbleiter- 

Speicherbauelemente wie z.B. Funktionsspeicher-Bauelemente 
(PLAs, PALs, etc.) und Tabellenspeicher-Bauelemente (z.B. 
ROMs oder RAMs, insbesondere SRAMs und DRAMs), etc. werden im 
Verlauf des Herstellprozesses umf angreichen Tests unterzogen. 

20 

Zur gemeinsamen Herstellung von jeweils einer Vielzahl von 
(i.A. identischen) Halbleiter-Bauelementen wird jeweils ein 
sog. Wafer (d.h. eine dtinne, aus einkristallinem Silizium 
bestehende Scheibe) verwendet. 

Der Wafer wird entsprechend bearbeitet (z.B. einer Vielzahl 
von Beschichtungs-, Belichtungs-, Atz-, Diffusions-, und 
Implantations-Prozess-Schritten, etc. unterzogen) , und 
daraufhin z.B. zersSgt (oder z.B. geritzt, und gebrochen) , so 
30 dass dann die einzelnen Bauelemente zur Verfiigung stehen. 

Nach dem Zersagen des Wafers werden die - dann einzeln zur 
Verfiigung stehenden - Bauelemente jeweils einzeln in 
spezielle Gehause bzw. Packages (z.B. sog. TSOP-, oder FBGA- 
35 Gehause, etc.) geladen, und dann - zur Durchfiihrung 

verschiedener Test-Verf ahren - zu einer entsprechenden Test- 



200250530 

2 

Station weitertransportiert (bzw. nacheinander zu mehreren, 
verschiedenen Test-Stationen) . 

An der jeweiligen Test-Station werden jeweils einzelne - in 
5 den o.g. Gehausen befindliche - Bauelemente in einen 
entsprechenden - mit einem entsprechenden Testgerat 
verbundenen - Adapter bzw, Sockel geladen, und dann das in 
dem jeweiligen Gehause befindliche Bauelement getestet. 

10 Bei der Test-Station kann es sich z.B. urn eine sog. „Bu£n- 
In"-Test-Station handeln, wo ein sog. „Burn-In"-Test- 
Verfahren durchgefiihrt wird, d.h. ein Test unter extremen 
{0 Bedingungen (z.B. erhohte Temperatur, beispielsweise tiber 
80°C oder 100°C, erhohte Betriebsspannung, etc.)). 

15 

An der „Burn-In"-Test-Station sind herkommlicherweise eine 
Vielzahl von (z.B. speziellen ^Burn-In"-) Sockeln bzw. 
Adaptern vorgesehen, in die jeweils ein zu testendes 
Bauelement geladen werden. 

20 

Die „Burn-In"-Sockel (z.B. entsprechende FBGA-Burn-In-Sockel) 
sind jeweils mittels entsprechender Lotverbindungen an eine 
entsprechende Test-Platine bzw. ein entsprechendes Test-Board 
angeschlossen, welche bzw. welches mit einem entsprechenden 
^5 Test-Gerat verbunden ist. 

Auf diese Weise konnen an der „Burn-In xx -Test-Station von ein- 
und demselben Testgerat gleichzeitig eine Vielzahl - z.B. 
mehr als 100 oder mehr als 200 - Bauelemente gleichzeitig 
30 getestet werden. 

„Burn-In"-Sockel bzw. -Adapter sind relativ teuer, und 
relativ anfallig fur Fehler (hervorgeruf en durch z.B. 
Verschmutzung, Zinn-Blei-Migration vom Package-Lotball zum 
35 Sockelkontakt , etc.). 
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Soil ein fehlerhafter Sockel bzw. Adapter auf der Test- 
Platine bzw. dem Test-Board ausgetauscht , und durch einen 
fehlerfreien Sockel bzw. Adapter ersetzt werden, mulJ 
herkommlicherweise der entsprechende fehlerhafte Sockel bzw. 
5 Adapter mittels eines entsprechenden Entlot-Prozesses von der 
Test-Platine bzw. vom Test-Board entfernt werden, und dann 
der entsprechende Ersatz-Sockel bzw. Ersatz-Adapter in die 
entsprechende Test-Platine bzw. das Test-Board eingelotet 
werden. 

10 

Dieser Vorgang ist relativ zeitaufwendig. 

Aufierdem besteht die Gefahr, dass die Platine bzw. das Board 
im Verlauf des o.g. Sockel- bzw. Adapter-Austausch-Vorgangs 
15 ' iiberhitzt, und beschadigt bzw. zerstdrt wird. 

Die einzelnen, am jeweiligen Sockel bzw. Adapter 
vorgesehenen, in entsprechende Test-Plat inen- bzw. Test- 
Board-Bohrungen eingeloteten Sockel- bzw. Adapter-Pins weisen 
20 namlich nur einen relativ geringen Abstand zueinander auf 
(beispielsweise kann der Abstand zwischen zwei 
nebeneinanderliegenden Sockel- bzw. Adapter-Pins kleiner als 
1 mm sein, z.B. lediglich 0,8 mm betragen) . 

^5 Die in der Test-Platine vorgesehenen - die Pins aufnehmenden 
- Bohrungen weisen deshalb relativ kleine Abmessungen auf 
(z.B. einen Durchmesser, welcher kleiner als 0,5 mm ist, z.B. 
lediglich 0,3 mm betragt) . 

30 Aus diesem Grund kann das nach dem Entloten eines 

fehlerhaften Sockels bzw. Adapters in den jeweiligen 

Plat inen- bzw. Board-Bohrungen verbleibende Lot nicht (bzw. 

nur schwer) entfernt werden. 

35 Deshalb muli die Platine bzw. das Board beim Einloten des 

entsprechenden Ersatz-Sockels (lokal) erwarmt werden, so dass 
sich das in den jeweiligen Bohrungen verbliebene Lot 
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verf lussigen, und die entsprechenden Pins dann in die 
jeweiligen Bohrungen eingefiihrt, und mit diesen verldtet 
werden konnen. Bei diesem Vorgang kann es zu einem 
Oberhitzen, und einer Beschadigung bzw. Zerstorung der 
5 entsprechenden Platine bzw. des entsprechenden Boards kommen. 

Die Erfindung hat zur Aufgabe, eine neuartige Sockel- bzw. 
Adapter-Vorrichtung, insbesondere fur Halbleiter-Bauelemente, 
10 ein neuartiges Verfahren zum Testen von Halbleiter- 

Bauelementen, sowie ein neuartiges System, insbesondere 
Halbleiter-Bauelement-Test-System mit mindestens einer 
<s& Sockel- bzw. Adapter-Vorrichtung zur Verfugung zu stellen. 

15 Sie erreicht dieses und weitere Ziele durch die Gegenstcinde 
der Anspriiche 1, 11 und 14. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den 
Unteranspriichen angegeben. 

20 

Gemali einem Grundgedanken der Erfindung wird eine Sockel- 
bzw. Adapter-Vorrichtung, insbesondere fur Halbleiter- 
Bauelemente, zur Verfugung gestellt, mit mindestens einem 
AnschluB-Pin, welcher so ausgestaltet ist, daB er in eine 
^5 entsprechende Kontakt-Einrichtung einer Vorrichtung, 

insbesondere einer Platine, eingefuhrt werden kann, an die 
die Sockel- bzw. Adapter-Vorrichtung angeschlossen werden 
soli, dadurch gekennzeichnet , dass der AnschluB-Pin so 
ausgestaltet ist, dafi beim Einfuhren des Anschlufc-Pins in die 
30 Kontakt-Einrichtung eine Klemmverbindung zwischen Kontakt- 
Einrichtung und AnschluB-Pin hergestellt wird. 

Vorteilhaft weist mindestens ein Abschnitt des Anschluli-Pins 
eine geschwungene Form auf , insbesondere im wesentlichen die 
35 Form einer Welle. 
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Bevorzugt ist die Verbindung zwischen Anschluli-Pin und 
Kontakt-Einrichtung (und vorteilhaft zusatzlich auch die 
entsprechenden Verbindungen zwischen weiteren AnschluB-Pins 
und weiteren Kontakt-Einrichtungen) lotfrei ausgefuhrt. 

5 

Soli eine fehlerhafte Sockel-Vorrichtung spater dann aus der 
Vorrichtung, insbesondere der Platine ausgebaut, und gegen 
eine fehlerfreie Sockel-Vorrichtung ausgetauscht werden, ist 
kein Entloten der AnschluB-Pins erf orderlich. 

10 

Dadurch kann ein Oberhitzen der entsprechenden Platine 
verhindert werden. 

Aulierdem erfordert der Austausch der Sockel-Vorrichtung nur 
15 einen relativ geringen Zeitaufwand. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines 
Ausfuhrungsbeispiels und der beigefugten Zeichnung naher 
20 erlautert* In der Zeichnung zeigt: 

Figur 1 eine schematische Darstellung von bei der Fertigung 
von Halbleiter-Bauelementen von entsprechenden Halbleiter- 
Bauelementen durchlauf enen Stationen; 

Figur 2 eine schematische Seitenansicht eines beim in Figur 
1 gezeigten /r Burn-In^-Test-System verwendeten Sockels; 

Figur 3 eine schematische Ansicht des in Figur 2 gezeigten 
30 Sockels von unten; 

Figur 4 eine schematische Seitenansicht eines Abschnitts 
der in Figur 1 gezeigten Platine, sowie eines Abschnitts des 
in Figur 1, 2 und 3 gezeigten Sockels, mit .in einen Platinen- 
35 Kontakt eingestecktem AnschluB-Pin; und 
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Figur 5 eine schematische Seitenansicht der in Figur 2, 3 
und 4 gezeigten Anschluii-Pins . 

In Figur 1 sind - auf schematische Weise - einige (von einer 
Vielzahl weiterer, hier nicht dargestellter ) bei der 
Fertigung von Halbleiter-Bauelementen 3a, 3b, 3c, 3d von 
entsprechenden Halbleiter-Bauelementen 3a, 3b, 3c, 3d 
durchlaufenen Stationen A, B, C, D gezeigt. 

An der Station A werden - mittels eines Test-Systems 5 - noch 
auf einer Silizium-Scheibe bzw. einem Wafer 2 befindliche 
Halbleiter-Bauelemente 3a, 3b, 3c, 3d einem oder mehreren 
Testverf ahren unterzogen. 

Der Wafer 2 ist vorher - an den in Figur 1 gezeigten 
Stationen A, B, C, D vorgeschalteten, hier nicht 
dargestellten Stationen - entsprechenden, herkommlichen 
Beschichtungs-, Belichtungs-, Atz-, Diffusions-, und 
Implantations-Prozess-Schritten unterzogen worden. 

Bei den Halbleiter-Bauelementen 3a, 3b, 3c, 3d kann es sich 
z.B. urn entsprechende, integrierte (analoge bzw* digitale) 
Rechenschaltkreise handeln, oder urn Halbleiter- 
Speicherbauelemente wie z.B. Funktionsspeicher-Bauelemente 
(PLAs, PALs, etc.) oder Tabellenspeicher-Bauelemente (z.B. 
ROMs oder RAMS), insbesondere urn SRAMs oder DRAMs (hier z.B. 
urn DRAMs (Dynamic Random Access Memories bzw. dynamische 
Schreib-Lese-Speicher) mit doppelter Datenrate (DDR- DRAMs = 
Double Data Rate - DRAMs), vorteilhaft um High-Speed DDR- 
DRAMs) . 

Die an der Station A zum Testen der Halbleiter-Bauelemente 
3a, 3b, 3c, 3d auf dem Wafer 2 benotigten Test-Signale werden 
von einem TestgerSt 6 erzeugt, und mittels einer mit dem 
Testgerat 6 verbundenen Halbleiter-Bauelement-Testkarte 8 
bzw. probecard 8 (genauer: mittels entsprechender , an der 
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probecard 8 vorgesehener Kontakt-Nadeln 9) an entsprechende 
Anschlusse der Halbleiter-Bauelemente 3a, 3b, 3c, 3d 
angelegt. 

5 Wird das oder die Testverf ahren erfolgreich beendet, wird der 
Wafer 2 (auf vollautomatisierte Weise) an die nachste Station 
B weitertransportiert (vgl. Pfeil F) , und dort - mittels 
einer entsprechenden Maschine 7 - zersagt (oder z.B. geritzt, 
und gebrochen) , so dass dann die einzelnen Halbleiter- 
10 Bauelemente 3a, 3b, 3c, 3d zur Verfugung stehen. 

Nach dem Zersagen des Wafers 2 an der Station B werden die 
^ Bauelemente 3a, 3b, 3c, 3d dann (wiederum vollautomatisch - 

z.B. mittels einer entsprechenden Forder-Maschine -) an die 
15 nachste Station C (hier: eine Belade-Station C) 

weitertransportiert (z.B. direkt (bzw. einzeln) , oder 

alternativ z.B. mittels eines entsprechenden trays) (vgl. 

Pfeil G) . 

20 An der Belade-Station C werden die Bauelemente 3a, 3b, 3c, 3d 
- jeweils einzeln - auf vollautomatisierte Weise mit Hilfe 
einer entsprechenden Maschine 10 (Belade-Maschine) in 
entsprechende Gehause 11a, lib, 11c, lid bzw. Packages 
geladen (vgl. Pfeile K a , K b , Kc, Kd) , und die Gehause 11a, lib, 

^5 11c, lid dann - auf an sich bekannte Weise - geschlossen, so 
dass entsprechende (z.B. unten an den Halbleiter-Bauelementen 
3a, 3b, 3c, 3d vorgesehene) Halbleiter-Bauelement-Kontakte 
entsprechende (z.B. oben am jeweiligen Gehause 11a, lib, 11c, 
lid vorgesehene) Gehause-Kontakte kontaktieren. 

30 

Als Gehause 11a, lib, 11c, lid konnen z.B. herkommliche TSOP- 
Gehause verwendet werden, oder z.B. herkommliche FBGA- 
Gehause, etc. 

35 Als nachstes werden die Gehause 11a, lib, 11c, lid - zusammen 
mit den Halbleiter-Bauelementen 3a, 3b, 3c, 3d - (wiederum 
vollautomatisch - z.B. mittels einer entsprechenden Forder- 
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Maschine - ) zu einer weiteren Station D, z.B. einer Test- 
Station weitertransportiert (vgl. Pfeil H) , bzw. nacheinander 
zu mehreren, verschiedenen, weiteren Stationen, insbesondere 
Test-Stationen (hier nicht dargestellt) . 

5 

Bei der Station D (oder bei einer oder mehreren der o.g., 
hier nicht dargestellten, weiteren Stationen) kann es sich 
z.B. urn eine sog. „Burn-In"-Station handeln, insbesondere urn 
eine „Burn-In"-Test-Station. 

10 

An der Station D werden die Gehause 11a, lib, 11c, lid mit 
Hilfe einer entsprechenden Maschine (z.B. einer weiteren 
^ Belade-Maschine 13, oder der o.g* Forder-Maschine) ) in 

entsprechende Sockel bzw. Adapter 12a, 12b, 12d, 12e geladen. 

15 

Werden die Sockel bzw. Adapter 12a, 12b, 12c, 12d dann - auf 
an sich bekannte Weise - geschlossen, kontaktieren 
entsprechende (z^B. unten an den Gehausen 11a, lib, 11c, lid 
vorgesehene) - weitere - Kontakte entsprechende (z.B. oben am 
20 jeweiligen Sockel bzw. Adapter 12a, 12b, 12c, 12d 
vorgesehene ) Sockel-Kontakte . 

Wie im folgenden unter Bezug auf Figur 2 und 3 noch genauer 
erlSutert wird, sind an der Station D an ein- und dieselbe 
5 Platine 14 bzw. an ein- und dasselbe Board 14 (bzw. an ein- 
und dieselbe Test-Platine bzw. Test-Board 14) jeweils eine 
Vielzahl von Sockeln bzw. Adaptern 12a, 12b, 12d, 12e 
angeschlossen (z.B. mehr als 50, 100 oder 200 Sockel bzw. 
Adapter 12a, 12b, 12d, 12e) . Die Sockel bzw. Adapter 12a, 

30 12b, 12d, 12e konnen im wesentlichen entsprechend ahnlich 

aufgebaut sein, wie herkommliche „Burn-In"-Sockel bzw. „Burn- 
In"-Adapter (z.B. entsprechende TSDP- oder FBGA-„Burn-In xx - 
Sockel), abgesehen z.B. von der weiter unten noch genauer 
erlauterten Art und Weise, wie die Sockel bzw. Adapter 12a, 

35 12b, 12d, 12e an die Platine bzw. das Board 14 angeschlossen 
sind, bzw. - insbesondere - der genauen Ausgestaltung von an 
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den Sockeln 12a, 12b, 12d, 12e vorgesehenen AnschluIJ-Pins 
17a, 17b, 17c, 17d. 

Das Test-Board 14 (und damit auch die in die Sockel bzw. 
5 Adapter 12a, 12b, 12d, 12e geladenen Halbleiter-Bauelemente 
3a, 3b, 3c, 3d bzw. Gehause 11a, lib, 11c, lid) wird - wie 
ebenfalls in Figur 1 veranschaulicht ist - mit Hilfe einer 
entsprechenden Maschine (z.B. der o.g. Forder- oder Belade- 
Maschine 13, oder einer weiteren Maschine) in einen 
10 verschliefibaren „0fen xx 15 geladen (bzw. in eine Vorrichtung 

15, mit der - fur die o.g. Halbleiter-Bauelemente 3a, 3b, 3c, 
3d - extreme Bedingungen geschaffen werden konnen (z.B. 
^ erhohte Temperatur, beispielsweise uber 70°C, 100°C, oder 

150°C, und/oder erhohte Bauelement-Betriebsspannung, etc.)). 

15 

Die Platine 14 (bzw. Test-Platine 14) bzw. das Board 14 (bzw. 
das Test-Board 14) kann - auf entsprechend herkommliche Art 
und Weise - an ein Test-Gerat 4 angeschlossen sein. 

20 Dadurch wird erreicht, dass vom Testgerat 4 ausgegebene 

Testsignale z.B. mittels entsprechender Leitungen 16 an die 
Test-Plat ine 14, und von dort aus mittels entsprechender - in 
Figur 4 im Detail gezeigten - Platinen-Kontakte 21a, 21b, 
21c, 21d, und diese kontaktierende AnschluIJ-Pins 17a, 17b, 
17c, 17d an die Sockel 12a, 12b, 12c, 12d weitergeleitetet 
werden. 

Von den Sockeln 12a, 12b, 12c, 12d aus werden die 
entsprechenden Test-Signale dann uber die o.g. Sockel- 
30 Kontakte, und die diese kontaktierenden (weiteren) Gehause- 
Kontakte an die Gehause 11a, lib, 11c, lid weitergeleitet, 
und von dort aus uber die o.g. Gehause-Kontakte, und die 
diese kontaktierenden Halbleiter-Bauelement-Kontakte an die 
zu testenden Halbleiter-Bauelemente 3a, 3b, 3c, 3d. 

35 

Die in Reaktion auf die eingegebenen Testsignale an 
entsprechenden Halbleiter-Bauelement-Kontakten ausgegebenen 
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Signale werden dann entsprechend von entsprechenden (diese 
kontaktierenden) Gehause-Kontakten abgegriffen, und liber die 
Sockel 12a, 12b, 12c, 12d, die Platine 14 und die Leitungen 
16 dem Testgerat 4 zugefiihrt, wo dann eine Auswertung der 
5 entsprechenden Signale stattfinden kann. 

Dadurch kann von dem - u.a. das Test-Gerat 4, die Platine 14, 
und die Sockel 12a, 12b, 12c, 12d enthaltenden - Test-System 
1 ein entsprechendes, herkommliches Testverf ahren 

10 durchgefuhrt werden - z.B. ein herkdmmlicher „Burn-In"-Test 
(oder auf einanderf olgende mehrere, derartige Tests) , in 
dessen bzw. deren Verlauf z.B. die Funktionsf Shigkeit der 
Halbleiter-Bauelemente 3a, 3b, 3c, 3d uberpruft werden kann 
(z.B. wahrend oder nachdem die Halbleiter-Bauelemente eine 

15 relativ lange Zeitdauer (z.B. mehr als 30 Minuten, bzw. mehr 
als z.B. 1 Stunde) im o.g. „Ofen % \ 15 bzw. der Vorrichtung 15 
den o.g. extremen Bedingungen ausgesetzt waren) ) . 

Da - wie oben erlautert - an die Platine 14 mehr als 50, 100 
20 oder 200 Sockel bzw. Adapter 12a, 12b, 12d, 12e angeschlossen 
sind, konnen von dem in Figur 1 gezeigten Test-Gerat 4 mehr 
als 50, 100 oder 200 Halbleiter-Bauelemente 3a, 3b, 3c, 3d 
gleichzeitig getestet werden. 

^5 An der Station D, insbesondere im Ofen 15 konnen aufter der 
o.g. (Test-) Platine 14 eine Vielzahl weiterer, entsprechend 
wie die (Test-) Platine 14 aufgebauter, an das Test-Gerat 4 
(oder entsprechende weitere Test-Gerate) angeschlossene 
(Test-) Platinen vorgesehen sein (z.B. mehr als 20, oder mehr 
30 als 30 bzw. 50 (Test-) Platinen) , an die jeweils - 

entsprechend wie bei der Platine 14 - mehr als 50, 100 oder 
200 - entsprechend wie die Sockel bzw. Adapter 12a, 12b, 12d, 
12e aufgebaute - Sockel bzw. Adapter angeschlossen sein 
konnen. 

35 

In Figur 2 ist eine schematische Seitenansicht eines der beim 
in Figur 1 gezeigten Test-System 1 verwendeten Sockels bzw. 
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Adapters 12a gezeigt (wobei ein oder mehrere weitere, 
insbesondere samtliche iibrige, an die Platine 14 (und ggf. 
die weiteren Platinen) angeschlossene Sockel bzw. Adapter 
12b, 12c, 12d entsprechend identisch aufgebaut sein konnen, 
wie der in Figur 2 gezeigte Sockel bzw. Adapter 12a) . 

Wie in Figur 2 gezeigt ist, weist der Sockel bzw. Adapter 
12a, 12b, 12d, 12e an der Unterseite 18 eine Vielzahl von 
Anschlufi-Pins 17a, 17b, 17c, 17d auf (z.B. mehr als 30, 40 
oder 60 Pins, z.B. im wesent lichen entsprechend der Anzahl 
der am jeweiligen Halbleiter-Bauelement 3a, 3b, 3c, 3d - bzw. 
am Gehause 11a, lib, 11c, lid - vorgesehenen bzw. zu 
testenden Halbleiter-Bauelement-Kontakte (bzw. Gehause- 
Kontakte) ) . 

In Figur 3 ist eine schematische Ansicht des in Figur 2 
gezeigten Sockels 12a, 12b, 12d, 12e von unten gezeigt. 

Der Sockel 12a, 12b, 12d, 12e kann eine Breite b von z.B. 
zwischen 10 mm und 4 cm aufweisen, insbesondere von z.B. 
zwischen 20 mm und 2 cm, und eine entsprechende Lange 1 (z.B. 
ebenfalls zwischen 10 mm und 4 cm, insbesondere von z.B. 
zwischen 20 mm und 2 cm) , und - gemafi Figur 2 - eine Hohe h 
von z.B. zwischen 5 mm und 3 cm, insbesondere zwischen 10 mm 
und 2 cm. 

Vorzugsweise ist der Sockel 12a, 12b, 12d, 12e - bzw. 
genauer: das Sockel-GehSuse - aus Kunststoff ausgebildet . 

Wie in Figur 3 gezeigt ist, sind die AnschluIS-Pins 17a, 17b, 
17c, 17d an der Sockel-Unterseite 18 im wesentlichen in Form 
einer Vielzahl von Pin-Reihen 19a, 19b (z.B. in Form von mehr 
als 4, insbesondere mehr als 6 oder 8 Pin-Reihen), und in 
Form einer Vielzahl von Pin-Spalten 20a, 20b (z.B. in Form 
von mehr als 4, insbesondere mehr als 6 oder 8 Pin-Spalten) 
angeordnet . 
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Der Abstand a zwischen zwei aneinander angrenzenden Pins 17a, 
17b der gleichen Reihe 19a, 19b (und/oder der Abstand 
zwischen aneinander angrenzenden Pins der gleichen Spalte 
20a, 20b) kann relativ klein sein, z.B. kleiner als 1,5 ram 
5 Oder 1 mm, z.B. 0,8 mm oder 0,65 mm. 

Um auf der - relativ geringe Abmessungen aufweisenden - 
Unterseite 18 des Sockels 12a, 12b, 12d, 12e die o.g. - 
relativ hohe - Anzahl von Anschluli-Pins 17a, 17b, 17c, 17d 
10 vorsehen zu k6nnen, sind die Anschlufi-Pins 17a, 17b, 17c, 17d 
im wesent lichen aquidistant zueinander angeordnet (z.B. mit 
jeweils - ungefahr - den o.g. Abstanden a, oder alternativ 
z.B. auch mit fur die Reihen 19a, 19b und Spalten 20a, 20b 
jeweils unterschiedlichen Abstanden) . 

15 

Die Anschlufi-Pins 17a, 17b, 17c, 17d sind jeweils im 
wesentlichen identisch ausgestaltet , und jeweils aus einem 
federnden bzw. elastischen, elektrisch leitfahigen Material 
ausgebildet, z.B. einer entsprechenden Metall-Legierung, etwa 
20 Kupfer-Beryllium (CuBe) . 

Die Oberflache der Anschlufi-Pins 17a, 17b, 17c, 17d kann - 
zur Optimierung des jeweils herzustellenden elektrischen 
t Kontakts (insbesondere mit dem entsprechenden Platinen- 

Kontakt 21a, 21b, 21c, 21d) - mit einer entsprechenden 
Metall-Beschichtung versehen sein, z.B. - auf herkommliche 
Weise - vergoldet. 

In Figur 4 ist eine schematische Seitenansicht eines 
30 Abschnitts der in Figur 1 gezeigten Platine bzw. des Boards 
14 gezeigt, sowie ein Abschnitt des in Figur 1, 2 und 3 
gezeigten Sockels bzw. Adapters 12a. 

Wie aus Figur 4 hervorgeht, ist der Anschlufi-Pin 17a des 
35 Sockels bzw. Adapters 12a in den - zugehorigen auf der 

Platine 14 vorgesehenen Platinen-Kontakt 21a eingesteckt (und 
- auf entsprechende Weise - die ubrigen AnschluB-Pins 17b, 
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17c, 17d des Sockels bzw. Adapters 12a, und die Anschluft-Pins 
der ubrigen Sockel bzw. Adapter 12b f 12c, 12d in die jeweils 
zugehorigen Platinen-Kontakte 21b, 21c, 21d) . 

Die ubrigen, am Sockel 12a (und den ubrigen Sockeln) 
vorgesehenen - in Figur 4 nicht dargestellten - AnschluB-Pins 
17b, 17c, 17d sind entsprechend ahnlich bzw. identisch 
aufgebaut und ausgestaltet , wie der in Figur 4 gezeigte 
AnschluB-Pin 17a. 

Bei der Herstellung der Platine 14 ist - zur Bereitstellung 
der Platinen-Kontakte 21a, 21b, 21c, 21d - die Platine 14 
gemafi Figur 4 an den entsprechenden Stellen mit - in 
Querrichtung durch die Platine 14 hindurchgehenden - 
Bohrungen 22 versehen worden, die z.B. einen im wesentlichen 
kreisrunden Querschnitt aufweisen konnen. Die Bohrungen 22 
weisen relativ kleine Abmessungen auf, z.B. einen 
Durchmesser, welcher z.B. kleiner als 0,7 mm sein kann, 
insbesondere kleiner als 0,5 mm, z.B. 0,4 mm. 

Die Innenflachen der Bohrungen 22 sind jeweils mit einer - 
eine entsprechende Querschnitt sform wie die Bohrungen 22, 
z.B. einen im wesentlichen kreisrunden Querschnitt 
aufweisenden - leitfahigen Kontaktschicht , z.B. einer 
Metallkontaktschicht 23 versehen. 

Der Innendurchmesser n der Metallkontaktschicht 23 kann z.B. 
kleiner als 0,6 mm sein, insbesondere kleiner als 0,4 mm, 
z.B. 0,3 mm. 

Wie aus Figur 4 hervorgeht, ist die Platine 14 eine sog. 
„Multilayer^-Platine (Mehr-Schicht-Platine) , und ist aus 
einem nicht-leitenden Grundmaterial hergestellt, z.B. aus 
Kunststoff . Die Platinen-Leitungen 24a, 24b verlaufen auf 
mehreren, parallel zueinander liegenden Ebenen, und sind an 
jeweils entsprechende Platinen-Kontakte 21a, 21b, 21c, 21d 
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angeschlossen (d.h. mit der jeweils entsprechenden 
Metallkontaktschicht 23 verbunden) . 

In Figur 5 ist eine schematische Seitenansicht der in Figur 
5 2, 3 und 4 gezeigten Anschlufi-Pins 17a, 17b, 17c, 17d 

gezeigt. Diese weisen eine Lange k auf, die z.B. etwas grofier 
sein kann, als die Dicke m der Platine 14 (z.B. eine Lange k 
von kleiner als 2,5 cm, insbesondere kleiner als 2 cm), und 
sind relativ diinn ausgestaltet (z.B. mit kreisrundem oder 
10 ovalem Querschnitt, mit einem Durchmesser von z.B. kleiner 
als 0, 1 mm) . 

Die Anschluft-Pins 17a, 17b, 17c, 17d sind so an der Sockel- 
Unterseite 18 befestigt, dafi beim Einbau des jeweiligen 

15 Sockels 12a in die Platine 14 (d.h. beim Verschieben des 

Sockels 12a in hier senkrechter Richtung nach unten hin, vgl . 
Pfeil P in Figur 4) die jeweiligen unteren Pin-Abschnitte 26 
der jeweiligen Anschluii-Pins 17a, 17b, 17c, 17d jeweils 
relativ genau uber der (hier senkrecht liegenden) Mittelachse 

20 der jeweils zugehorigen Bohrungen 22 bzw. Platinen-Kontakte 
21a, 21b, 21c, 21d liegen. 

Wie aus Figur 5 hervorgeht, erstreckt sich der obere Pin- 
Abschnitt 25 des jeweiligen AnschluB-Pins 17a, 17b, 17c, 17d 
^P^5 von der Sockel-Unterseite 18 aus in einer (zunachst) im 

S ' wesentlichen senkrecht zur Sockel-Unterseite 18 verlaufenden 
Richtung. 

Der untere Pin-Abschnitt 26 des jeweiligen Anschlull-Pins 17a, 
30 17b, 17c, 17d erstreckt sich ebenfalls in einer im 

wesentlichen senkrecht zur Sockel-Unterseite 18 verlaufenden 
Richtung (wobei sich der untere und der obere Pin-Abschnitt 
26, 25 in im wesentlichen direkt senkrecht 
ubereinanderliegenden Richtungen erstrecken k6nnen) . 

35 

Der zwischen dem unteren und dem oberen Pin-Abschnitt 26, 25 
liegende mittlere Pin-Abschnitt 27 hat - von der Seite her 



200250530 



10 



15 

betrachtet (vgl. Figur 5) - eine geschwungene, insbesondere 
im wesentlichen wellenartige Form (hier: die Form einer 
ganzen Welle f alternativ z.B. die Form einer doppelten, 
halben oder eineinhalbf achen Welle, etc.). 

Besonders vorteilhaft weist der mittlere Pin-Abschnitt 27 die 
Form einer - von oben nach unten - gedampften, d.h. eine von 
oben nach unten hin eine kleinere "Amplitude" aufweisenden 
Welle auf. 



Die beiden - in waagrechter Richtung - am weitesten aufien 
liegenden Punkte P if P 2 des Anschlufi-Pins 17a, 17b, 17c, 17d 
(bzw. genauer: deren Projektionen auf eine waagrechte Ebene 
(Punkte Pi' und P 2 ' in Figur 2)) weisen - in waagrechter 
15 Richtung betrachtet - einen Abstand o voneinander auf, der 
etwas gr6Ber ist, als der Innendurchmesser n der 
Metallkontaktschicht 23 des zugehorigen Platinen-Kontakts 
21a, 21b, 21c, 21d (z.B. einen Abstand o kleiner als 0,7 mm, 
insbesondere kleiner als 0,5 mm, z.B, 0,4 mm). 

20 

Aufgrund der oben erl^uterten Ausgestaltung des mittleren 
Pin-Abschnitts 27 in Form einer - von oben nach unten - 
gedampften Welle ist der Abstand oi des weiter oben liegenden 
Punkts Pi von der z.B. durch den oberen bzw. unteren Pin- 
^JJ^ Abschnitt 25, 26 definierten Geraden ("Null-Amplitude") 
[ grofier, als der entsprechende Abstand o 2 des weiter unten 

liegenden Punkts P 2 von der entsprechenden "Mittel-Geraden" 
bzw. Null-Amplitude (wobei gilt: Oi + o 2 = o) . 

30 Wie sich z.B. aus Figur 5 (und Figur 3) ergibt, konnen die 
Anschluft-Pins 17a, 17b, 17c, 17d z.B. so ausgebildet sein, 
daJJ die Pin-Abschnitte 25, 26, 27 im wesentlichen auf 
derselben senkrechten Ebene liegen (der entsprechende 
Anschlufi-Pin 17a, 17b, 17c, 17d kann dann z.B. dadurch 

35 hergestellt werden, dafi - ausgehend von einer zunachst 

geraden Ausgestaltung des Anschlufi-Pins 17a, 17b, 17c, 17d - 
der Anschluli-Pin 17a, 17b, 17c, 17d entsprechend verbogen 



200250530 



16 

wird, z.B., indem zunachst der obere Teil des mittleren Pin- 
Abschnitts 27 in Bezug auf den oberen Pin-Abschnitt 25 
entsprechend nach links hin verbogen wird, und weiter unten 
entsprechend nach rechts hin (so dafl sich die obere Halbwelle 
5 ergibt) , und noch weiter unten wieder entsprechend nach links 
hin, etc. ) . 

Besonders bevorzugt werden die Anschlufi-Pins 17a, 17b, 17c, 
17d - statt durch den oben beschriebenen Verbiege-Prozess - 

10 mittels eines entsprechenden Stanz-Prozesses hergestellt (bei 
dem die Anschlufi-Pins 17a, 17b, 17c, 17d - in der oben 
beschriebenen Form - aus einem entsprechenden Grundmaterial 

^ ausgestanzt werden) . 

15 Alternativ konnen die Anschlufi-Pins 17a, 17b, 17c, 17d auch 
auf beliebige andere Weise hergestellt werden und 
ausgestaltet sein, z.B* spiralf ormig. 

Beim Einbau des jeweiligen Sockels 12a in die Platine 14 
20 (d.h. beim Verschieben des Sockels 12a in hier senkrechter 
Richtung nach unten hin, vgl. Pfeil P in Figur 4) werden die 
Anschluli-Pins 17a, 17b, 17c, 17d in die jeweils zugehorigen 
Platinen-Kontakte 21a, 21b, 21c, 21d eingeschoben. 

|25 Dabei wird - da wie erlautert (in waagrechter Richtung 
\ betrachtet) die Anschlufi-Pins 17a, 17b, 17c, 17d AulJen- 
Abmessungen (Abstand o zwischen den Sufieren Pin-Punkten Pi 
und P 2 (bzw. deren Projektionen Pi' und P2 1 )) aufweisen, die 
grofler sind, als die Innen-Abmessungen der 

30 Metallkontaktschichten 23 ( Innendurchmesser n) - der 
jeweilige Anschlufi-Pin 17a, 17b, 17c, 17d (in waagrechter 
Richtung) leicht zusammengedriickt , und dadurch ein sicherer 
elektrischer Kontakt zwischen Anschlufi-Pin 17a, 17b, 17c, 
17d, und Metallkontaktschicht 23 hergestellt (mit mindestens 

35 zwei Kontaktpunkten, hier: die beiden auBeren Pin-Punkte P x , 
P2 (bzw. genauer: aufgrund der elastischen Verformung des 
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Pins relativ nahe bei diesen Punkten Pi, P2 liegende 
Kontaktpunkte Pi 1 1 , P 2 ' ' ) ) . 

Deshalb kann auf ein etwaiges ( zusatzliches) Verloten der 
AnschlufJ-Pins 17a, 17b, 17c, 17d mit den zugehorigen 
Platinen-Kontakte 21a, 21b, 21c, 21d verzichtet werden. 

Nach dem Einstecken der AnschlufJ-Pins 17a, 17b, 17c, 17d kann 
der jeweilige Sockel 12a dann - alternativ - mittels einer 
oder mehreren entsprechenden Schraubverbindungen (z.B. 
mittels einer, zwei, drei oder vier Schrauben) fest an der 
Platine 14 befestigt werden (und damit z.B. zusatzlich gegen 
Verschiebung in senkrechter Richtung gesichert werden) . 

Soil ein fehlerhafter Sockel 12a spater dann wieder von der 
Platine 14 entfernt, und gegen fehlerfreien Sockel 
ausgetauscht werden, wird einfach die o.g. Schraubverbindung 

(bzw. die o.g. Schraubverbindungen) gelost, woraufhin der 
Sockel 12a dann aus der Platine 14 ausgebaut werden kann 

(z.B, durch Verschieben des Sockels 12a in hier senkrechter 
Richtung nach oben hin, vgl. Pfeil Q in Figur 4) - ohne daB 
die Platinen-Kontakte 21a, 21b, 21c, 21d bzw. AnschlufJ-Pins 
17a, 17b, 17c, 17d entlotet werden nuifJten. 
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Patentanspruche 

1. Sockel- bzw. Adapter-Vorrichtung (12a) , insbesondere fur 
Halbleiter-Bauelemente (3a) , mit mindestens einem Anschlufi- 
5 Pin (17a) , welcher so ausgestaltet ist, dafi er in eine 

entsprechende Kontakt-Einrichtung (21a) einer Vorrichtung (4, 
14) eingefuhrt werden kann, an die die Sockel- bzw. Adapter- 
Vorrichtung (12a) angeschlossen werden soli, 

dadurch gekennzeichnet, dass der 
10 Anschlufi-Pin (17a) so ausgestaltet ist, dafi beim Einfiihren 

des Anschlufi-Pins (17a) in die Kontakt-Einrichtung (21a) eine 
/ Klemmverbindung zwischen Kontakt-Einrichtung (21a) und 
*' Anschlufi-Pin (17a) hergestellt wird. 

15 2* Sockel- bzw. Adapter-Vorrichtung (12a) nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dafi die Sockel- bzw. Adapter- 
Vorrichtung (12a) ein Halbleiter-Bauelement-Test-Sockel bzw. 
ein Halbleiter-Bauelement-Test-Adapter ist, welcher so 
ausgestaltet ist, dafi er zum Test eines Halbleiter- 

20 Bauelements mit einem entsprechenden Halbleiter-Bauelement 
(3a) beladen werden kann. 

3. Sockel- bzw. Adapter-Vorrichtung (12a) nach Anspruch 1 
Oder 2, dadurch gekennzeichnet, dafi die Sockel- bzw. Adapter- 

^5 Vorrichtung (12a) ein Burn-In-Sockel bzw. ein Burn-In-Adapter 
ist, insbesondere ein Burn-In-Test-Sockel bzw. ein Burn-In- 
Test-Adapter, welcher ausgestaltet ist, dafi er zur 
Durchfiihrung eines Burn-In-Tests mit einem entsprechenden 
Halbleiter-Bauelement (3a) beladen werden kann. 

30 

4. Sockel- bzw. Adapter-Vorrichtung (12a) nach einem der 
vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dafi der 
Anschlufi-Pin (17a) aus einem biegsamen bzw. federnden 
Material, insbesondere einer entsprechenden Metall-Legierung 

35 ausgebildet ist. 
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5. Sockel- bzw. Adapter-Vorrichtung (12a) nach Anspruch 4, 
bei welcher die Metall-Legierung Kupfer und/oder Beryllium 
enthalt. 

5 6. Sockel- bzw. Adapter-Vorrichtung (12a) nach einem der 

vorhergehenden Anspruche, bei welcher zumindest ein Abschnitt 
(27) des Anschlufi-Pins (17a) eine geschwungene Form, 
insbesondere im wesentlichen die Form einer Welle aufweist. 

10 7. Sockel- bzw. Adapter-Vorrichtung (12a) nach Anspruch 6, 
bei welcher der Abschnitt (27) des AnschlufJ-Pins (17a) die 
Form einer - in einer von der Sockel- bzw. Adapter- 
^ Vorrichtung (12a) wegfuhrenden Richtung - gedampften Welle 
aufweist . 

15 

8. Sockel- bzw. Adapter-Vorrichtung (12a) nach einem der 
vorhergehenden Anspruche, bei welcher die die Kontakt- 
Einrichtung (21a) aufweisende Vorrichtung (4, 14) eine 
Platine (14) ist, welche an ein Test-Gerat angeschlossen 

20 werden kann. 

9. Sockel- bzw. Adapter-Vorrichtung (12a) nach einem der 
Anspruche 1 bis 7, bei welcher die die Kontakt-Einrichtung 
(21a) aufweisende Vorrichtung (4, 14) ein Test-Gerat (4) ist. 

10. Sockel- bzw. Adapter-Vorrichtung (12a) nach einem der 
vorhergehenden Anspruche, bei welcher die Kontakt-Einrichtung 
(21a) eine Aussparung oder Bohrung (22) aufweist, in die der 
Anschlufi-Pin (17a) eingefuhrt wird. 

30 

11. System (1) mit mindestens einer Sockel- bzw. Adapter- 
Vorrichtung (12a), insbesondere einer Sockel- bzw. Adapter- 
Vorrichtung (12a) nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
und mindestens einem Halbleiter-Bauelement-Test-Gerat (4) 

35 oder mindestens einer Platine (14), wobei die Sockel- bzw. 

Adapter-Vorrichtung (12a) mindestens einen Anschlufi-Pin (17a) 
aufweist, welcher so ausgestaltet ist, dafi er zum AnschluB an 
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das Test-Gerat (4) oder die mit einem Test-Gerat verbindbare 
Platine (14) in eine entsprechende Kontakt-Einrichtung (21a) 
eingefiihrt werden kann, 

dadurch gekennzeichnet, dass der 
5 AnschluB-Pin (17a) so ausgestaltet ist, dafi beim Einfuhren 

des AnschluB-Pins (17a) in die Kontakt-Einrichtung (21a) eine 
Klemmverbindung zwischen Kontakt-Einrichtung (21a) und 
AnschlufJ-Pin (17a) hergestellt wird. 

10 12. System (1) nach Anspruch 11 , bei welchem die Verbindung 
zwischen Anschlufi-Pin (17a) und Kontakt-Einrichtung (21a) 
lotfrei ausgeftihrt ist. 

f> 

13. System (1) nach Anspruch 12 , wobei die Sockel- bzw. 
15 Adapter-Vorrichtung (12a) eine Vielzahl von AnschluB-Pins 

(17a, 17b, 17c, 17d) aufweist, welche mit jeweils 
entsprechenden Kontakt-Einrichtungen (21a, 21b, 21c, 21d) 
verbunden sind, und wobei die Verbindungen zwischen den 
AnschluB-Pins (17a, 17b, 17c, 17d) und den jeweils 
20 entsprechenden Kontakt-Einrichtungen (21a, 21b, 21c, 21d) 
jeweils lotfrei ausgeftihrt sind. 

14. Verfahren zum Testen von Halbleiter-Bauelementen (3a, 
3b, 3c, 3d), welches die Schritte aufweist: 

05 - Anschluli einer Sockel- bzw. Adapter-Vorrichtung (12a) an 
r ein Test-System (1), wobei mindestens ein Anschlufi-Pin (17a) 
der Sockel- bzw. Adapter-Vorrichtung (12a) in eine 
entsprechende Kontakt-Einrichtung (21a) eingefiihrt wird; 

Beladen der Sockel- bzw. Adapter-Vorrichtung (12a) mit 
30 einem zu testenden Halbleiter-Bauelement (3a) 

dadurch gekennzeichnet, dass der 
AnschluB-Pin (17a) so ausgestaltet ist, dafi beim Einfuhren 
des AnschluB-Pins (17a) in die Kontakt-Einrichtung (21a) eine 
Klemmverbindung zwischen Kontakt-Einrichtung (21a) und 
35 AnschluB-Pin (17a) hergestellt wird. 
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Zusammenf assung 

Sockel- bzw. Adapter-Vorrichtung, insbesondere fur 
Halbleiter-Bauelemente, Verfahren zum Testen von Halbleiter- 
Bauelementen, sowie System mit mindestens einer Sockel- bzw. 
Adapter-Vorrichtung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Testen von 
Halbleiter-Bauelementen (3a), ein System (1) mit mindestens 
einer Sockel- bzw. Adapter-Vorrichtung (12a) , sowie eine 
Sockel- bzw. Adapter-Vorrichtung (12a), insbesondere fur 
Halbleiter-Bauelemente (3a), mit mindestens einem AnschluB- 
Pin (17a), welcher so ausgestaltet ist, dafi er in eine 
entsprechende Kontakt-Einrichtung (21a) einer Vorrichtung (4, 
14) eingefiihrt werden kann, an die die Sockel- bzw. Adapter- 
Vorrichtung (12a) angeschlossen werden soil, wobei der 
Anschlufi-Pin (17a) so ausgestaltet ist, daB beim Einftihren 
des AnschluB-Pins (17a) in die Kontakt-Einrichtung (21a) eine 
Klemmverbindung zwischen Kontakt-Einrichtung (21a) und 
AnschluB-Pin (17a) hergestellt wird. 

- Figur 4 - 



Zusammenf as sung 
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Bezugs zeichen 





1 


Test-System 




2 


Wafer 


5 


3a 


Halbleiter-Bauelement 




3b 


Halbleiter-Bauelement 




3c 


Halbleiter-Bauelement 




3d 


Halbleiter-Bauelement 




4 


Testgerat 


10 


5 


Test-System 




6 


Testgerat 




7 
8 


Zersage-Maschine 
probecard 




9 


Kontakt-Nadel 


15 


10 


Belade-Maschine 




11a 


Gehause 




lib 


Gehause 




11c 


Gehause 




lid 


Gehause 


20 


12a 


Sockel 




12b 


Sockel 




12c 


Sockel 




12d 


Sockel 




13 


Belade-Maschine 




14 


Test-Board 


15 


Ofen 




16 


Leitungen 




17a 


Anschlufi-Pin 




17b 


AnschluB-Pin 


30 


17c 


Anschluli-Pin 




17d 


Anschluli-Pin 




18 


Sockel-Unterseite 




19a 


Pin-Reihe 




19b 


Pin-Reihe 


35 


20a 


Pin-Spalte 




20b 


Pin-Spalte 




21a 


Platinen-Kontakt 
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2 lb Plat inen-Kontakt 

21c Plat inen-Kontakt 

21d Platinen-Kontakt 

22 Bohrung 

23 Metallkontaktschicht 
24a Leitung 

24b Leitung 

25 oberer Pin-Abschnitt 

26 unterer Pin-Abschnitt 

27 mittlerer Pin-Abschnitt 
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